요 약 직경 25 mm의 파이렉스 튜브 내에서 실리콘의 유동층 염소화 반응이 수행되었다. 반응기에 공급되는 질소 유량 0.8~1.0 L/min, 염소 유량 0.2 L/min, 반응온도 450 o C, SiCl 4 응축기의 냉매온도는 -5 o C로 설정하였다. 반응기에 도입 되는 가스 내 염소의 몰분율이 증가하면 SiCl 4 의 수율이 증가하였다. 반응가스 중 염소의 몰분율 0.2의 조건에서 SiCl 4 의 수율은 28% 이었다. 염소의 몰분율 증가는 반응열 상승에 의해 반응온도 상승을 가져옴으로써 안전을 고려하여 염소 의 몰분율을 0.2 이상으로 올리지 못했다. 실리콘의 유동층 염소화 반응에 의한 사염화실리콘의 제조 가능성이 입증되 었으며, 향후 보다 가혹한 조건에서의 실용화 연구를 위한 기초로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.
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